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Z, LIBRANT: Ceramika w elektronice - przeglad zastosowarn i wybranych zagsdnien
technologicznych

Przedstawiono kilks zagadnieri wspdéiczesnej technologii ceramiki konstrukcyjnej
z tlenku glinu w odniesieniu do jej zsstosowarn w elektronice.

Zagadnienia te obejmuje przede wszystkim role mikrostruktury proszkéw wyjécio-
wych w operacjach przygotowania gestwy do suszenia rozpytowego czy tez do od-
lewsnie folii jak réwniez w zageszczaniu ci$nieniowym i spiekaniu.
Przedstawiono réwniez problemy uzyskania wia$ciwej mikrostruktury ceramiki po
spiekaniu oraz wpiywu tej mikrostruktury na obrébke mechaniczne powierzchni
przez szlifowanie i polerowanie. i

E. NAJDEKER: Galwaniczne powloki metali szlachetnych

VI artykule oméwiono galwaniczne nakladanie powlok metali szlachetnych i prze-
dyskutowano metody zmniejszenia zuzycia zlots oraz perspektywy zastosowania
powtok zastepczych. Stwierdzono, ze dobrymi zemiennikami zlota sa pallad

i stopy pallad-nikiel, w szczegélnosci w charakterze powlok galwanicznych na
kontaktach elektrycznych.

Z. LIBRANT: Ceramics in electronics - review of application and several
technological problems

In the paper several problems of technology of slumina ceramics were presented
in relstion to its spplication in electronics. The problems are mainly
connected with the role of powder microstructure both in preparation of :lurry
for spray-drying and tape casting as in pressure compaction and sintering as
well, The desired microstructure of sintered body and its effect or grinding
and polishing problems “n ceramic technology has been also reviewed.

E, NAJDEKER: Noble metal electroplating

A review of noble metal electroplating has been made. The methods of gold
savings has been discussed and prospects of gold substitution has been
presented. It has been stated that palladium and palladium-nickel alloy are
good substitutes for gold, particulary for electrical contact applications.

3. JIMBPAHT: KepaMMkxa IJaA OJE€KTPOHHKA - €€ NDPUMEHEHHA ¥ M3O6paHHHEe NPOOGIeMH
TEeXHOJOT KM

[lpegcTasNeH0 HECKOJABKO NPOGJEM COBDEMEHHOH TEeXHOJOTrHMH KOHCTDYKLUMOHHOX KepaMHKH
M3 OKHCH alOMAHHA OTHOCHTEJBHO K NPDUMEHEHHH e€ B JJeKTPOHUKe. [IpoGJeMn 3TH
OGH¥MANT Tpexle BCEero BaXHOCTh MHKPOCTPYKTYDPH HCXOIHHX NNOPOMKOB IJA ONepaluuu
NPUTOTOBJISHMAA WIXMKepa ILJA PACHHAATENbHOR CYWKH HIX RJA OTAMEKM QOJBrM KaK U NPH
CrymaHH¥ NPecCOBKOH M CIEeKaHuH.

YxazaHs Toxe NPOOJEeMH NMOJyUeHMA COOTBETCTBYWME MMKDOCTPYKTYDPH KepaMdKa nocie
CNeKaHuWd M BJKBAHWK OTOH MUKPOCTPYKTYPH Ha MEXaHHYeCckykw 006palboTKy MOBEpXHOCTH
naudOBKO# I TMOJKUDOBKOIN .

E. HAALOKEP: TanrbBaHKH4ECKOEe HaKJaguwBaHWe O6JarojapHHX MeTaJJioB

B crarbe npexcTabJaeHH rajbBaHW4YeCKOe HakJajZhBaHUe OO6OJOK OJArOpPOAHHX MeTrTaNJoB

H O6GCYyXIeHO MeTOJIH yMeHbNeHUA pacxora 30J0Ta a TakKxe MepClNeKTUBH NPpUMEeHeHHA 38:
MEHUTEeJbHHX 060JIOK, YCTAHOBJEHO, UYTO XOPOMHMMH 3aCTyNHXUKaMd 30J0Ta e0113 naJjagnu
¥ CnJaBH naajaiuid - HUKedAb, B OCOGEHHOCTH B rauecTBe raljbBaHWUYEeCKHMX OOOJOK Ha
QJEeKTPpHUEeCKHUX KOHTaKTaX.




PRACE DOKTORSKIE PRACOUNIKOW ITME

dr inz, Jacek TOMASZEWSKI
Kierownik Pracowni Wdrozen w Zakladzie Epitaksji ITME

Moskiewski Instytut Specjalnych Technologii Chemicznych
im. tomonosowa (MISTCH)

Promotorzy - pfof. dr hab. W. B, Ufimcew, MISTCH - Moskwa
~ dr inz, E. Nossarzewska, ITME - Warszawa

Recenzenci =~ doc. dr hab. L. M. Dotginow, Giredmet - Moskwa
- doc. dr inz. A, G. Jakowienko, MISTCH - Moskwa
-~ organizacja wiodaca
Moskiewski Instytut Stali i Stopéw,
Katedra Péiprzewodnikdw

Data nadania stopnia doktora nauk technicznych - 1988.05.23.
OPRACOWANIE TECHNOLOGII EPITAKSJALNEGO WZROSTU KRZEMU Z FAZY GAZOWEDJ
vl WARUNKACH SILNEGO SAMODOMIESZKOWANIA.

Celem pracy byto badanie proceséw samodomieszkowania, niekontrolo-
wanego przenoszenia domieszki uwolnionej z podioZza do rosnacej krze-
mowej wviarstwy epitaksjalnej.

Przesnalizowano mozliwosci ograniczenia niekorzystnego wpiywu zja-
wiskas samodomieszkowania na rozktad koncentracji domieszki w obszarze
przejsciowym silnie domieszkowane podloze - warstwa epitaksjalna.
wWykazeno, ze przyjecie konkretnego rozwigzenia technologicznego, ms-
jacego na celu ograniczenieé wpiywu semodomieszkowania, zalezy zaréwno
od parametréw procesu epitaksji, jek i parametréw struktury epitaksjal-
nej /rodzaj i koncentracja domieszki, grubos¢ warstwy itp./.

W rozprawie przedstawiono opracowane metody ograniczania samodo-
mieszkowania:

- kontrolowane obniZzenie temperatury procesu,

- wykorzystanie cienkiej, silnie domieszkowanej fosforem warstwy
krzemu jako warstwy maskujacej /Patent PRL - 141604/.

- metodas 2-stopniowego wzrostu epitsksjalnego z pierwszym etapem
wzrostu przebiegajacym ze znacznie nizsza predkoscig wzrostu
/Patent PRL - 138085/.

Zastosowenie tych metod pozwoliXo na opracowanie i wdrozenie do
produkcji szeregu technologii krzemowych werstw epitaksjalnych,

2 w tym tochnologii cienkich warstw na podiozach silnie domieszkowa-

nych arsenem, i technologii grubych wysokooporowych warstw epitaksjal-

nych. V/ rozprawie przedstawiono réwniez wetodyke pomisréw warstw
epitaksjelnych krzemu.

Z zokresu pracy doktorskiej opatentowsno 9 rozwiazasri technologicz-

nych i konstrukecyjnych.
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0D REDAKCJII

W ramach wydawanych zeszytéw serii PRACE ITME ukazaly sig ostatnio

nastgpujace pozycje:

nr 26 - 1988

nr 27 - 1988

nr 28 - 1989

K., Pietrzak =

Spajalnos¢ ceramiki tlenkowej typu A1203 z miedzia

w zaleznosci od stosowanych technik.

W. Strupinski -

Wytwarzanie cienkich warstw GaP metoda epitaksji z fazy
gazowej.

A. Niedbalska -

Wiptyw prekursora organicznego na obniZenie zakresu
cisnien zarodkowania i wzrostu krysztaléw diamentu.

W nastepnej kolejnosci ukaza sie:

K. Kasperkiewicz =
Rola ziem rzadkich we wspéiczesnym przemysle.

G. Adamkiewicz, A. Bajor =
Polaryzacyjno-optyczna metoda badan LiNbO5.

M. Pawlowska, K. Mazur, W. Wierzchowski -
Badania struktury niskodyslokacyjnego GaAs.

A. Dulska-Wehr, J. Senkara -
Analiza termodynamiczna utleniania metali trudnotopli-
wych i redukcji ich tlenkéw.

A. Gladki -
Nieokreslonos¢ w niektérych metodach ilosciowej analizy
metalograficznej.

P. Kaminski -
Spektroskopia giebokich pozioméw w péiprzewodnikach
AIIIBV w aspekcie aplikacyjnym,

J. Tomaszewski -
Opracowanie technologii epitaksjalnego wzrostu krzemu
z fazy gazowej w warunkach silnego samodomieszkowania.



INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazéwek:

it

10.

1§

12.

13.

14.

Objetosci artykutow nie powinny przekraczaé 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuly powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig ,zmarginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wiecej niz 31 wierszy po
65 znakow. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac¢ kolejno.
U goéry kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuly nalezy nadsyta¢ w @ egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone krétkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w @ egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzgdza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywaé na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawaé¢ na odwrocie — otéwkiem. Numeracjg nalezy objgc
rysunki i fotografie tacznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakonczeniu nalezy poda¢ wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powolania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielko$ci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac¢ otéwkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych” uwazany jest za
rébwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym |lub zagranicznym.

Maszynopis artykulu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwa
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytutu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zespo6t Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na rowne czesci.

http://rcin.org.pl



ELEKTRONICZNYCH

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE

MATERIALOW

ul.

01-919 WARSZAWA

Wolczyrnska 133





